Beszdamolé a XV. Eurdépai Mikrohullami Konferenciarol

Pdrizs, 1985, szept. 9—] 3.

A nagy hagyomanyokkal rendelkezé konferencidin a vezetd
eurdpai cégek képviselSin kiviil eziuttal is nagy szdmban képvi-
selték magukat USA és Japan-beli cégek, igy a konferencia jo
attekintést adott a mikrohullamu technika jelenlegi kérdéseirél
és a fejlédés f6bb irdnyairdl. A konferencidval egyidejiileg meg-
rendezett szakkiillitds jOl mutatta a mikrohullimi félvezetd
eszkozok és méréstechnika fejlédését és a vezeté nyugati cégek
igen széles termékskalajat.

Az alabbiakban els6sorban a mikrohullimi félvezetd eszko-
z8k fejlédési irdnyairdl szimolunk be.

A GaAs vagy Si

Ismeretes, hogy a GaAs fizikai sajatossdgai jobb eshetdséget
adnak mikrohullami félvezetd eszk6zok elbillitisara. E tulaj-
donsagok kihasznalasat azonban hatraltatja az, hogy a GaAs
anyag- és eszkoztechnologia fejlettségi szinvonala elmarad a
sziliciumétol, A kérdést tobb mikrohullami konferencidn is
vitatni szoktak. Megfigyelhets, hogy egyre feljebb tolodik az
a frekvenciahatar, ameddig a szilicium alapt eszk6zOk verseny-
képesnek tekinthetdk a GaAs eszkozokkel szemben. Természe-
tesen ezzel egyidejiileg igen megndvekedett az a fels6 frekvencia,
ahol mar csak GaAs alapu félvezetd eszkdzok adjdk az elvart
paramétereket.

Ez a jelképes hatdrfrekvencia — tehdt, ahol még célszerd
szilicium eszkdzdket alkalmazni — természetesen fiigg az adott
eszkdzok tipusatol is. fgy az eléadasokbdl és a hozzdszolisokbol
jelenlegi ismereteink szerint megéllapithatd, hogy er&sitéknél ez
a frekvenciahatir 8 GHz-re tehets. Vannak természetesen kiugrd
miszaki eredmények is. fgy megemlithet az a 9 GHz-es szili-
cium alapu bipoldris Oniilesztéses technologidval készitett direkt
frekvenciaosztd aramkor, amely miszaki paramétereivel nem-
csak a MESFET alapt aramkoroket, hanem a HEMT (High
Electron Mobility Transistor) alapu aramkorsk jelenlegi fej-
lettségi szintjét is eléri. A szilicium alapt eszk6zdk eldnyei elsG-
sorban ott jelentkeznek, ahol magas transzkonduktanciara,
alacsony, 1/f zajra, stabil oxid félvezetd interfacera van sziikség.
Ezek az elénydk nem haszndlhatok a MESFET tipust eszko-
z5knél.

Uj elemként jelentkezett a konferencidn a GaAs alapu bipo-
laris eszkozok térhoditasa. Ez azt jelenti tehdt, hogy a MESFET
és a HEMT eszkozok mellett harmadikként megjelentek azok
a bipolaris eszkézok, amelyekrdl a korabbiakban az volt a véle-
mény, hogy technologiai nehézségeik miatt szamottevd térhodi-
tasuk nem varhato. Kiiléndsen gyors kapcsolo elemekben alkal-
mazzik a bipoldris technikat.

Jelent3s elrelépésrél szamoltak be az dramkor és az eszkéz
kolcsOnhatasdnak vizsgalatiban is. A 14 elemes MESFET he-
lyettesitd kép mar lehetévé teszi azt, hogy 5—12%-0s tolerancids
szdmolasokat €s modellezéseket végezzenek. Jelentdsen fejlédott
az eszkozkonstrukcio is, igy példaul japadn szakemberek olyan
MESFET konstrukciot mutattak be, amelynél a GaAs hordozot
teljesen elmarjak és az egesz eszkoz arany h(t6tdmbbe van
bedgyazva.
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Monolit vagy hibrid

A mikrohulldmi integrilt dramkordk 1960-ban tortént elsd
példdnyok elkésziilte Ota szakadatlanul fejlédnek. Jelentds mér-
foldké volt, amikor 1974-ben a Plesseynél elkésziilt az elsé X-
savl erdsit, melynek erdsitése 5 dB volt. 1984-ben ezt sikeriilt
a 7...11 GHz-es frekvenciasivban 30 dB-re novelni. Frdekes
modon a GaAs alapu integrilt dramkordk fejlddésében — mai
elképzelések szerint — a f6 huzderdt nem a szamitdstechnika,
hanem a hiradastechnika és a fazisvezérelt radar jelenti.

Egybehangzé vélemények szerint a GaAs integralt aramkorok
bonyolultsaga gyorsabban nd, mint azt a szilicium alapu integ-
ralt dramk6roknél a Moore-t6rvény mutatta. Ez az elmaradas
jelen pillanatban 10—12 évre tehet5. Természetesen az egyes
aramkdr tipusok fejlettségi szinvonala erdsen eltérd, legnagyobb
erével jelenleg erdsitdk fejlesztésén dolgoznak, Igen perspektivi-
kus a monolit fesziiltségvezérelt oszcillitorok teriilete, tobb cég
mutatott be a 2—18 GHz-es savban mikddé integralt fesziilt-
ségvezérelt oszcillitort. Lényegesen kevésbé fejlett a keverd
tipusu aramkérdk kidolgozasa, ezek vagy diodaval, vagy dual-
gate tranzisztorokkal mikodnek.

A konferencia alatt tobb eldadasban is tirgyaltik azt a kérdést,
hogy milyen szintig érdemes integralni az egyes dramkdri funk-
ciokat. Erdekes modon ezt a kérdést a GaAs alapanyag mindsége
dsnti el. Az volt a vélemény ugyanis, hogy jelenleg f6 nehézséget
nem az egyes aramkori elemek reprodukalhatd, megbizhatd
eldallitdsa okozza, hanem a GaAs alapanyagban levé hibdk
eléfordulisi gyakorisiga a meghatirozd. Egyértelmd volt a vé-
lemény, hogy a kihozatali szizalék els@sorban nem az egyes
dramkorsk bonyolultsigatol, hanem az altaluk elfoglalt feliilet
nagysagitol fiigg. A kihozatali szazalék egyébként is kulcsfon-
tossdgu helyet foglalt el az egyes eldadasokban, és az egyes
dramkor konstruktérok felteheten ennek ismeretében hatiroz-
tak meg, hogy monolit vagy hibrid technikat valasszanak az
egyes dramkori funkcidk megvalositisira.

Altalanosan elmondhato, hogy az dramkor tervezésben a sze-
relés és a mérés jelenti a legnagyobb problémait, a tokok kolt-
sége altaldban tizszerese az adott elem koltségének.
Meéréstechnika
Igen magasan automatizalt, nagy termelékenységi mérési tech-
nikat mutattak be az elkészitett eszkdzok mindsitésére. Megol-
dottnak tekinthet az aktiv elemek és az integralt dramkérok
szeletben torténdé mikrohullami mindsitése 18 GHz-en. A mikro-
hullam szeletbe vezetésével specidlisan kialakitott hosszi veze-
téseket hasznidlnak, melyek veszteségeit elektronikusan kompen-
zaljak. Ezek lehetdvé teszik a nagy termelékenységl Osszetett
mérések elvégzését, ami az egyébként alacsony kihozatali tech-
nologiai folyamatokat ellenstlyozni tudnd.,

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a legnagyobb eldrelépés-
rél ezen a konferencidn elsésorban az integralt aramkorok terii-
letén szamoltak be. A kordbban favorizalt InP szinte teljesen
hattérbe szorult, a vegyiiletfélvezetSk koziil jelenleg a GaAs-en
van a f6 hangsuly, tavlatilag bonyolultabb vegyiiletfélvezetk
(példaul GalnAs) alkalmazasa keriilhet el6térbe, ehhez azonban
meg kell oldani vagy a molekulasugaras epitaxids eljaras nagyobb
termelékenységét, vagy a metallorganikus modszerrel elGéllitott
félvezets rétegszerkezetek tulajdonsagait kell javitani.
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